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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１または複数の電池セルと、
　前記電池セルの充電又は放電を制御する充放電制御スイッチと、
　前記電池セルの充電又は放電を禁止させる保護機構部と、
　前記電池セルの充電又は放電の制御に必要な情報を記憶するメモリと、
前記充放電制御スイッチを制御し、前記メモリの記憶情報を更新し、前記メモリに記憶さ
れた情報の内の、特定の一部の情報について正誤判定を行い、その正誤判定で誤りが検出
された際に、前記保護機構部で充電又は放電を禁止させる制御部とを備えた
　電池パック。
【請求項２】
　請求項１記載の電池パックにおいて、
　前記メモリとして、
　前記特定の一部の情報を記憶する第１の記憶領域と、前記特定の一部の情報以外の情報
を記憶する第２の記憶領域とを備える
　電池パック。
【請求項３】
　請求項２記載の電池パックにおいて、
　前記メモリとして、
　前記第１の記憶領域に記憶される特定の一部の情報の情報には、正誤判定用のチェック
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サムを付加する
　電池パック。
【請求項４】
　請求項２記載の電池パックにおいて、
　前記メモリとして、
　前記特定の一部の情報を記憶する第１の記憶領域と、前記特定の一部の情報以外の情報
を記憶する第２の記憶領域とを備え、
　前記第１の記憶領域に記憶される特定の一部の情報の情報は、複製して多重に記憶する
　電池パック。
【請求項５】
　請求項２記載の電池パックにおいて、
　前記第１の記憶領域が記憶する特定の一部の情報は、電池パックの製造時に書き込まれ
る固定情報であり、
　電池パックの使用により更新される情報は、前記第２の記憶領域が記憶する
　電池パック。
【請求項６】
　１または複数の電池セルの制御情報を記憶するメモリを具備する電池パックの制御方法
において、
　前記メモリに記憶させる電池セルの充電又は放電の制御に必要な情報の内の、特定の一
部に情報について正誤を判定を行い、
　前記正誤の判定結果に基づいて、誤った情報であると判断した場合に、前記電池セルへ
の充電及び放電を禁止する制限処理を行う
　電池パックの制御方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、各種電子機器の駆動電源として使用される、二次電池などの電池セルを内蔵
した電池パック及びその電池パックの制御方法に関し、特に電池パック内にメモリを備え
たものに適用される技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、リチウムイオン二次電池などの二次電池については、充電や放電についての適切
な制御や保護が必要であり、電池セルと共に保護回路を電池パック内に内蔵させて構成さ
せてある。その場合、さらに電池パック内にメモリ、特に不揮発性のメモリを内蔵させて
、電池セルの特性などの情報を記憶させて、充電や放電の制御に使用するようにしたもの
が開発されている。例えば、電池パック内の電池セルの充電特性や放電特性、或いは充電
回数や放電回数などの情報を記憶させるようにしたものが実用化されている。このような
電池パックを電子機器に装着した場合に、そのメモリの情報を電池パック側から電子機器
側に送り、電子機器側で電池パックの寿命を表示させること等も可能になり、電池パック
を電源として使用する機器の使い勝手が向上する。
【０００３】
　特許文献１には、不揮発性メモリを電池パック内に内蔵させて、充電などの制御を行う
構成の一例についての記載がある。
【特許文献１】特開２００５－６５４２９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電池パックに内蔵させる不揮発性メモリとしては、電池の充電又は放電を制
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御する目的に使用されるものであり、装着された電池セルの形式番号や、充電電流・電圧
、放電電流・電圧などの特性値などや、充電回数や放電回数などの使用状態に関する情報
が記憶される程度であり、それほど容量の大きな不揮発性メモリは使用されていない。不
揮発性メモリとしてあまり容量の大きなものを使用するのは、電池パックの製造コストの
上昇を招くので、好ましくない。
【０００５】
　一方、電池パックに内蔵させる不揮発性メモリに記憶させる情報は、正確であることが
重要であるが、なんらかの要因で誤った情報が記憶される可能性も、非常に低い可能性で
はあるが、皆目ではない。例えば、不揮発性メモリそのものの欠陥により、データ保持能
力に欠陥がある場合や、外部から何らかのノイズが到来して、記憶データが変化してしま
う場合などが想定される。
　万一、メモリで誤って情報が記憶されると、電池セルの充電又は放電の制御状態が正し
くない状態となる可能性があり、好ましくない。
　このようなメモリの記憶情報の誤りを防ぐためには、例えば記憶させる情報の冗長度を
高くして、情報の誤りを防ぐことが考えられるが、単純にメモリの記憶情報の冗長度を高
くすると、メモリに記憶させる情報量が増えてしまい、電池パックが必要とするメモリと
して、記憶容量が大きなものになり、上述したように電池パックの製造コストの上昇を招
くので、好ましくない。
【０００６】
　本発明はかかる点に鑑み、電池パックに内蔵させるメモリに記憶させる情報の正確さと
記憶容量の削減を両立することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　かかる課題を解決するため本発明の電池パックは、電池セルと、電池セルの充電又は放
電を制御する充放電制御スイッチと、電池セルの充電又は放電を禁止させる保護機構部と
、電池セルの充電又は放電の制御に必要な情報を記憶するメモリと、充放電制御スイッチ
を制御する制御部とを備える構成とする。制御部は、メモリの記憶情報を更新し、メモリ
に記憶された情報の内の特定の一部の情報について正誤判定を行い、その正誤判定で誤り
が検出された際に保護機構部で充電又は放電を禁止させる構成とした。
【０００８】
　また本発明の電池パックの制御方法は、電池セルの制御情報を記憶するメモリを具備す
る電池パックの制御方法において、メモリに記憶させる電池セルの充電又は放電の制御に
必要な情報の内の、特定の一部に情報について正誤の判定を行う。そして、正誤の判定結
果に基づいて、誤った情報であると判断した場合に、電池セルへの充電及び放電を禁止す
る制限処理を行うようにした。
【０００９】
　本発明によると、メモリに記憶された電池制御用の情報の内の、特定の一部の情報につ
いてだけ正誤判定を行うので、例えば重要な充電を制御する上で重要な情報だけを記憶さ
せて、正誤判定を行うようにすれば、良好な制御が行える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、メモリに記憶された電池制御用の情報の内の、特定の一部の情報につ
いてだけ正誤判定を行うようにすればよく、例えば重要な充電を制御する上で重要な情報
だけを記憶させて、正誤判定を行うようにすれば、少ないメモリ容量で、良好な充電又は
放電の制御が可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施の形態の例を、添付図面を参照して説明する。
　図１は、本例の電池パックの構成例を示したブロック図である。電池パック１０内には
、二次電池セル５１，５２を複数個（ここでは２個）内蔵させてある。二次電池セル５１
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，５２としては、ここではリチウムイオン二次電池を使用してある。また、図１では２個
のセルを直列接続させたセル構成としてあるが、内蔵させるセルの数は２個に限定されず
、接続状態についても、直列接続に限らない。
【００１２】
　電池パック１０の正極端子１１及び負極端子１２は、電池パック１０内の回路基板２０
の端子２１及び２２に接続してある。端子２１は、充放電制御用電界効果トランジスタ（
ＦＥＴ）２３，２４と、発熱温度抵抗付ヒューズ３０を介して、正極側の電池端子２７に
接続してある。充放電制御用の２つの電界効果トランジスタ２３，２４は、接続方向を相
互に逆としてあり、一方のトランジスタ２３で放電を制御し、他方のトランジスタ２４で
充電を制御する構成としてある。発熱温度抵抗付ヒューズ３０は、非常時に二次電池セル
５１，５２を使用できないようにするための保護手段である。
【００１３】
　即ち、電界効果トランジスタ２４と電池端子２７との間に、２つのヒューズ３１，３２
が直列に接続させてあり、その２つのヒューズ３１，３２に近接して、発熱抵抗３３，３
４が配置してある。発熱抵抗３３，３４は、後述する充放電制御ユニット２５の制御で通
電して発熱する。この発熱抵抗３３，３４が発熱することで、ヒューズ３１，３２が溶断
して、電池パック１０内の二次電池セル５１の正極側が、電池パック１０の正極端子１１
と非接続状態となる。
【００１４】
　回路基板２０の電池端子２７には、電池セル５１の正極が接続してある。電池セル５１
の負極は、もう１つの電池セル５２の正極と接続させてあり、両電池セル５１，５２の接
続点を、回路基板２０の電池端子２８に接続してある。電池端子２８は、各電池セル５１
，５２のセル電圧を測定するための端子である。そして、電池セル５２の負極を、回路基
板２０の負極側の電池端子２９と接続させてある。回路基板２０の負極側の電池端子２９
は、回路基板２０の端子２２を介して、電池パック１０の負極端子１２と接続させてある
。
【００１５】
　そして、回路基板２０上には、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）で構成される充放電
制御ユニット２５が用意してあり、その充放電制御ユニット２５が、電池セル５１，５２
の充電及び放電を制御する構成としてある。充放電制御ユニット２５には、制御に必要な
情報を記憶した不揮発性メモリ４０が接続させてあり、充放電制御ユニット２５の制御で
、不揮発性メモリ４０の記憶情報の書き換えが可能としてある。
【００１６】
　充放電制御ユニット２５による制御構成としては、電界効果トランジスタ２３，２４の
ゲートの電位を、充放電制御ユニット２５が制御して、両電界効果トランジスタ２３，２
４のスイッチング状態を制御するようにしてある。具体的には、充電時には、電界効果ト
ランジスタ２３及び２４をオン状態とする。このようにしたことで、電界効果トランジス
タ２３と、トランジスタ２３とを介して、電池パック１０の正極端子１１から、電池セル
５１の正極への電流路が構成されて、電池パック１０の正極端子１１に得られる充電電流
で、電池セル５１，５２が充電される。充電停止時には、電界効果トランジスタ２４をオ
フ状態とする。
【００１７】
　放電時には、電界効果トランジスタ２３及び２４をオン状態とする。このようにしたこ
とで、電界効果トランジスタ２４と、トランジスタ２３とを介して、電池セル５１の正極
から、電池パック１０の正極端子１１への電流路が構成されて、電池セル５１，５２から
外部への放電路が構成されて、電池パック１０が接続された電子機器への放電が可能とな
る。放電停止時には、電界効果トランジスタ２３をオフ状態とする。
【００１８】
　また、充放電制御ユニット２５は、電池端子２７，２８，２９の電圧を検出して、電池
セル５１，５２の個々のセル電圧を監視する構成としてある。さらに、充放電制御ユニッ
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ト２５は、ヒューズ制御用スイッチング素子２６の導通を制御して、非常時に２つのヒュ
ーズ３１，３２を溶断させる構成としてある。なお、電池セル５１，５２と直列に、充放
電電流測定用の抵抗を接続して、その抵抗の両端の電圧から充放電電流を充放電制御ユニ
ット２５が監視する構成としてもよい。また、電池パック１０が備える外部端子として、
通信用の端子を備える構成として、電池パック１０内の充放電制御ユニット２５が、この
電池パックが接続された機器側の制御部と通信する構成としてもよい。
【００１９】
　次に、図２を参照して、充放電制御ユニット２５に接続される不揮発性メモリ４０につ
いて説明する。本例の不揮発性メモリ４０は、記憶領域として、図２に示すように、可変
値記憶領域４１と、第１の固定値記憶領域４２と、第２の固定値記憶領域４３とを設ける
構成としてある。可変値記憶領域４１については、電池パックの充電回数、放電回数、電
池パックの製造日、電池パックのシリアル番号などの、個々のパックにより異なる値が記
憶（記録）される。これらの可変値記憶領域４１に記憶される値は、充電や放電の電池制
御を行う上で直接関係ない情報である。電池パックの充電回数、放電回数は、充電や放電
が行われるごとに、充放電制御ユニット２５の制御で更新され主として電池寿命の判断に
使用される。
【００２０】
　第１の固定値記憶領域４２と、第２の固定値記憶領域４３については、同じ情報が２重
に記憶される。その記憶情報としては、電池特性データ、過充電禁止電圧、過放電禁止電
圧、異常検出温度、ヒューズ溶断条件などの、電池制御を行う上で比較的重要な情報であ
る。この第１，第２の固定値記憶領域４２，４３に記憶される情報については、電池パッ
ク及び電池セルの種類が同じである限り、同じ情報が記憶される固定された値の記憶領域
である。
【００２１】
　そしてさらに図２に示すように、第１の固定値記憶領域４２と、第２の固定値記憶領域
４３については、それぞれチェックサム記憶領域４２ａ，４３ａを設けてある。チェック
サム記憶領域４２ａには、第１の固定値記憶領域４２に記憶させた情報の誤り検出符号を
記憶させてある。チェックサム記憶領域４３ａには、第２の固定値記憶領域４３に記憶さ
せた情報の誤り検出符号を記憶させてある。それぞれの固定値記憶領域４２，４３の記憶
情報は、基本的に更新されないので、この電池パックの製造時に、予め用意された誤り検
出符号を記憶させる。
　なお、それぞれのチェックサム記憶領域４２ａ及び４３ａに記憶させる情報としては、
誤り検出符号の代わりに、誤り検出が可能なＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check：巡回冗
長検査）符号を記憶させるようにしてもよい。
【００２２】
　このように構成された電池パック１０が備える充放電制御ユニット２５は、不揮発性メ
モリ４０の固定値記憶領域４２，４３の比較処理を随時行う構成としてある。この比較処
理は、例えば充電が行われるごとや、放電が行われるごとなどの、予め決められたタイミ
ングで随時実行される。
【００２３】
　図３のフローチャートは、充放電制御ユニット２５が、不揮発性メモリ４０の固定値記
憶領域４２，４３の比較処理を行う際の処理例を示した図である。以下、図３のフローチ
ャートに従って説明すると、まず、充放電制御ユニット２５は、第１の固定値記憶領域４
２に記憶された情報を読み込み（ステップＳ１１）、続いて、第２の固定値記憶領域４３
に記憶された情報を読み込む（ステップＳ１２）。そして、第１の固定値記憶領域４２に
記憶された情報と、第２の固定値記憶領域４３に記憶された情報とが一致するか否か判断
する（ステップＳ１３）。
【００２４】
　ステップＳ１３の判断で一致した場合には、各固定値記憶領域４２，４３の記憶値が正
常であると判断する（ステップＳ１４）。この正常であると判断した場合には、その固定
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値記憶領域４２又は４３から読み出された固定値情報を使用して、電池セルの充電と放電
の制御を行う。また、ステップＳ１３の判断で一致しない場合には、固定値記憶領域の異
常復帰処理を行う（ステップＳ１５）。
【００２５】
　図４のフローチャートは、この固定値記憶領域の異常復帰処理例を示した図である。以
下、図４に従って説明すると、第１の固定値記憶領域４２から読み出した固定値情報から
、充放電制御ユニット２５内での演算で、誤り検出符号を生成させる（ステップＳ２１）
。そして、チェックサム記憶領域４２ａに記憶された誤り検出符号を読み出し（ステップ
Ｓ２２）、演算生成された誤り検出符号と、読み出した誤り検出符号とを比較する（ステ
ップＳ２３）。その比較で、両符号が一致した場合には、第１の固定値記憶領域４２に記
憶された情報が正しい情報であると判断し（ステップＳ２４）、第１の固定値記憶領域４
２から読み出した固定値情報を使用して、電池セルの充電と放電の制御を行う（ステップ
Ｓ２５）。
【００２６】
　ステップＳ２３での比較で、両符号が一致しない場合には、第２の固定値記憶領域４３
から読み出した固定値情報から、充放電制御ユニット２５内での演算で、誤り検出符号を
生成させる（ステップＳ２６）。そして、チェックサム記憶領域４３ａに記憶された誤り
検出符号を読み出し（ステップＳ２７）、演算生成された誤り検出符号と、読み出した誤
り検出符号とを比較する（ステップＳ２８）。その比較で、両符号が一致した場合には、
第２の固定値記憶領域４３に記憶された情報が正しい情報であると判断し（ステップＳ２
９）、第２の固定値記憶領域４３から読み出した固定値情報を使用して、電池セルの充電
と放電の制御を行う（ステップＳ３０）。
【００２７】
　ステップＳ２８での比較で、両符号が一致しない場合には、いずれの固定記憶領域の記
憶情報についても異常であると判断して、制御情報の異常を検出する（ステップＳ１１）
。この制御情報の異常検出時には、例えば、ヒューズ制御用スイッチング素子２６をオン
させて、２つのヒューズ３１，３２を溶断させて、この電池パック１０を使用できないよ
うにする。或いは、充放電制御用電界効果トランジスタ２３，２４を、両方ともオフ状態
のままとして、充電も放電もできない処理を行うようにしてもよい。
　なお、ステップＳ２４で第１の固定値記憶領域４２の記憶情報が正しいと判断した場合
と、ステップＳ２９で第２の固定値記憶領域４３の記憶情報が正しいと判断した場合には
、それらの判断情報を不揮発性メモリ４０の可変値記憶領域４１に書き込むようにしても
よい。このようにすることで、以後の電池制御時には、少なくとも図３のフローチャート
に示した固定値領域の比較処理を行わず、直接、第１の固定値記憶領域４２又は第２の固
定値記憶領域４３の記憶情報を読み出し、チェックサムを使用した判断を行うようにする
ことが可能になる。
【００２８】
　以上説明したように本例の電池パックによれば、不揮発性メモリ４０の記憶領域として
、可変値の記憶領域と、固定値の記憶領域に分ける構成として、さらに、固定値の記憶領
域については、多重に同じ情報を記憶させるようにしたので、それだけ充電や放電の制御
に特に重要な情報である、固定値がメモリ４０に確実に記憶されるようになる。また、も
しいずれかの固定値記憶領域の記憶情報が正しくなくなった場合には、２つの記憶情報の
照合処理で判り、誤った情報を使用して電池パックが使用されつづけることがなくなる。
　また、２つ設けた固定値の記憶領域については、それぞれチェックサム記憶部を設けて
、誤り検出符号を記憶させるようにしたので、それぞれの固定値記憶領域ごとに、記憶情
報が正しいか否か判断でき、メモリの記憶情報の一部にエラーが生じた場合でも、対処が
可能であり、正しく充電や放電の制御を継続することができる。
【００２９】
　そして本例の場合には、不揮発性メモリ４０に記憶される情報の内の、充電や放電制御
に特に重要な情報である固定値情報（特定の情報）だけを、多重に記憶させるようにした
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ので、全ての記憶情報を多重に記憶させる場合に比べて、不揮発性メモリ４０の記憶容量
を大幅に削減させることができ、従来の電池パックが備えるメモリの記憶容量から若干増
える程度の記憶容量でよく、本例の構成を実現することによるコストの上昇がほとんどな
い。チェックサム記憶部に記憶される誤り検出符号についても、固定値情報に比べて大幅
に少ないデータ量であり、メモリの記憶容量の増加を抑えることができる。従って、本例
の電池パックによると、電池パックに内蔵させるメモリに記憶させる情報の正確さと、記
憶容量の小容量化を両立することができる。
【００３０】
　なお、上述した実施の形態においては、電池パック内に内蔵させるセルとして、リチウ
ムイオン二次電池で構成される二次電池を使用したが、ニッケル水素二次電池などのその
他の二次電池セルを内蔵した電池パックにおいて、不揮発性のメモリを設けて、そのメモ
リに充電又は放電の情報を記憶させる場合にも本発明は適用可能である。
【００３１】
　或いは、一次電池として構成されたアルカリマンガン電池などの放電の制御を行うため
に、不揮発性のメモリを設けた構成として、そのメモリに放電制御用の情報などを記憶さ
せる際にも適用可能である。特に寿命の長い一次電池の放電制御用にメモリを設ける場合
に好適である。
【００３２】
　また、上述した実施の形態では、メモリとして記憶情報が電源不要で保持される不揮発
性のメモリを使用したが、記憶情報の保持に電源を必要とする揮発性のメモリを使用して
もよい。メモリの記憶情報を保持するために必要な電力は、一般にはわずかな電力であり
、電池パックに内蔵された電池セルからの電源の一部を使用するだけで、記憶情報の保持
が可能であり、不揮発性のメモリを使用した場合とほぼ同様の記憶情報の保持が可能であ
る。
【００３３】
　また、上述した実施の形態では、メモリに記憶させる情報の内の、固定領域の情報を、
２つに分けて、第１の固定領域と第２の記憶領域とで、２重に同じ情報を記憶させるよう
にしたが、３重以上の多重に同じ情報を記憶させるようにしてもよい。
　或いは、第１の固定領域と第２の記憶領域とで、２重に同じ情報を記憶させる構成とし
た場合に、チェック用の符号（チェックサム）については、いずれか一方の固定領域の情
報にだけ付加させるようにして、チェック用の符号の共用化を図り、メモリの記憶領域を
削減するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施の形態の例による電池パックの構成例を示すブロック図である。
【図２】図１例のメモリの構成例を示す説明図である。
【図３】本発明の一実施の形態による固定領域の比較処理例を示すフローチャートである
。
【図４】本発明の一実施の形態による固定領域の復帰処理例を示すフローチャートである
。
【符号の説明】
【００３５】
　１０…電池パック、１１…正極端子、１２…負極端子、２０…回路基板、２１，２２…
端子、２３，２４…充放電制御用電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）、２５…充放電制御ユ
ニット（Micro Processing Unit）、２６…ヒューズ制御用スイッチング素子、２７，２
８，２９…電池接続端子、３０…発熱温度抵抗付ヒューズ、３１，３２…ヒューズ、３３
，３４…発熱抵抗、４０…不揮発性メモリ、４１…可変値記憶領域、４２…第１の固定値
記憶領域、４３…第２の固定値記憶領域、４２ａ，４３ａ…チェックサム記憶領域
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